PS13321 - GABARITO DA LISTA ADICIONAL DE EXERCICIOS PARA P2

1) (Prova 2007) - Para os circuitos abaixo, desenhar as formas de onda da tensdo Vi, V, e V3
sincronizadas com o sinal de entrada Vg, apos o eventual transitorio, indicando os respectivos
valores de tensdo. Considere para o diodo o modelo de tensdo constante,Vpo = 0,7 V.
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2) (Prova 2014)
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a) determine o valor do capacitor para garantir, na pior situagdo, uma tensdo de pico a pico de
ondulag@o( Vr ) menor ou igual & 0,2V.

vs()=1755en(2150¢) onde = 50Hz
Ve =175V,

pic

V,, =175V =2V, =175-2x0,75=16V

T= =20ms (onda senoidal)

50Hz
Desta forma:
V,= Vom .T/(2.C.R) (retificador de onda completa)

Na pior situagdo, R= 500 €, portanto:
S 16Vx20ms

>———  =16mF
2x0,2x500

b) Qual a corrente maxima e a tensdo inversa (PIV) que os diodos devem suportar? (Despreze o
efeito de ondulacdo para determinar a tensdo média na carga). Calcule ainda o angulo de
condugao.

Considere: V5=223 V10=3,16 V20=4,47 \30=548 ==3,14

VP = VO pico

A pior situacao de ipmax Ocorre para R= 500Q

Temos também,
I, =Vp/R=16V/500Q = 32mA (pior situagdo)

Portanto,
ipmax =1L [ 1 + 2. (Vp/2.V, )1/ 2 ] (retificador de onda completa)
ipmar =32 [ 1 + 2.7 (16/(2x0,2) )"? 1= 1302mA = 1,3A

A tensdo inversa maxima ¢ dada por:

PIV =V, —V,=V,+V,=175-075=1675V

O angulo de condugao ¢ dado por:

0 =0.At =42V, [V, =/20,2/16 =0,223rad

condugdo



3) (Prova - 2003)
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a) Determine a concentragdo de elétrons e lacunas. O semicondutor € tipo N ou tipo P? Justifique.

Na = 9x10"cm™, Np = 5,9x10"°cm™.
N =Np — N, = 5,0x10"%cm™ (0 semicondutor é tipo N).

n=N=5x10"cm?, p =ni*n=10*/5x10"® = 2x10°cm

n=5x10"%m>

p=2x10’cm™

b) Calcule a corrente elétrica desta barra de material semicondutor quando uma tensao de 10V ¢ aplicada
através da mesma.

v_ 10
[ 10x107*

=10*V /em A=5x10".10x10"" =5x107" cm?

I,=q.Au, (N, —N,).e=16x10"".5x107.1000.5x10'.10* = 25x1,6x10° = 40m4

I, =40mA

¢) Ainda considerando a tensdo de 10V aplicada através do material, qual o tempo médio que leva o
elétron para percorrer a distdncia de 10um de uma extremidade a outra do material.

— o -4
v, = u,.£ =1000x10* =10"cm/ s t :A—d:M:mops

10’

n

t=100ps




d) Desenhe o diagrama de cargas equivalentes (indicar apenas cargas fixas ¢ moveis majoritarias).

4) (Prova - 2004)

1 pm 0.25um  0.25 pm I pm

Contato

Contato

Vp

10%em™ | 10¥%em™

=Y -
Regido de deplecao

a) Determine as correntes de difusdo de elétrons e lacunas (I, e I;). Qual a corrente total através da
jungao?

15 15
1, =—4D, AL 52107221010 14 I,=—4D, .A.Z—p =2,5x107"%.2x10"". 118 =0,5m4

ox 104 X -4

I,=1,+1,=1+05=15mA4

b) Determine a capacitancia de difusdo (em Farads).

-6
Coppas = Ll = 0610

I xl, = x1,5x107 =0,6
v, 7 25x107° HE



¢) Determine a capacitancia de deplegdo (em Farads).

_egAd_eg, A 10772x107
deplecto g d 0,5x107*

d =0,25m + 0,25 1m = 0,5 uim

Cdeplecéo = 0,4PF

d) Desenhe o modelo transitério do diodo considerando as capacitancias envolvidas sabendo-se que a
resisténcia total dos contatos € Rg = 10Q2

Rp=10Q

in=1,5mA C‘D | Cr=0,6pF

5) (Prova - 2004)

a) A corrente no diodo se for polarizado reversamente com 10V.

VD
I, :]S(eVT —1} =V, =—10V =>1, =-I

D 4
ID:—IS:—A.q.nf( Dr_, j:_lo

n x108.1,6x1019.(1010)2(
L,N, L.N, 6

I,=-10"10"+10")=-10"(1+0,01)=-10" =-0,1 p4

10 N 30
1x107*.10"  3x107*.10"

b

Ip =-0,1pA




b) A tensdo no diodo se for polarizado diretamente com uma corrente de 1mA.

KT I 1x107°

V,=—In-2=0,25In———=0,025In10"
q I 0,1x10
V, =0,025x10x1In(10) = 0,50V Vp=0,50V

c) A relagdo entre as correntes de lacunas e de elétrons (I/1,).

D 3
Aqn’ —" {e r —IJ 10
I, Ly No _ 1x10*x10% _ 40

A 30
" oag Pl 1 oot 11, = 100
LnNA

d) Se o diodo for polarizado de forma a se obter uma corrente total de 10mA, qual serda o valor das
componentes de corrente de lacunas e de elétrons (obs. Utilize a relagdo obtida no item c).

N
I,+1,=10mA4 In+1001nlemA:>In:%;0,lmA
>
1
—£=100 I,=10-0,1=9,9mA [,=9,9mA
Z, J I,=0,lmA
e) O tempo de vida dos elétrons na regido tipo P.
2 N =
n_£=(3x10 ) s T, = 3ns
D 30

n

f) Se o diodo for polarizado reversamente de forma que a regido de deplecao total seja de 202um,
determinar a regido de deplecdo que fica do lado P e do lado N.

N
X, +X,=202p4 Xn=100Xp=>100Xp+Xp=202,um=>Xp=%=2,um
X, N, 10" [

no_ V4 _ ==100 X, =100x2 =200 um X,=2um
X, N, 10 J X, =200um




